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AlNは AlxGa1-xN混晶との格子不整合が小さく、6.1 eVのワイドバンドギャップ及び高い熱伝導
率を有し、AlxGa1-xN系深紫外 LEDや電子デバイス用の基板材料として注目されている。近年我々
は、昇華(PVT)法 AlN基板を種結晶に用いたハイドライド気相成長(HVPE)法による AlN厚膜ホモ
エピタキシャル成長により、低転位密度かつ優れた深紫外光透過性を有する HVPE-AlN自立基板
を実現し 1)、当該基板上で高い内部量子効率と信頼性を有する深紫外 LEDの試作を報告している
2)。今回、HVPE成長中に Siドーピング行い作製した Siドープ HVPE-AlN自立基板の n型導電性
について調査し、AlNの電子デバイス用途での可能性を検討した。 

CMP研磨した高絶縁性の PVT-AlN基板の Al極性面上に、HVPE法によりホモエピタキシャル
厚膜を 1450℃で成長した。石英片を原料として 3×1017cm-3の Siを均一ドーピングした。(0002)
及び(101̄1)面の X線ロッキングカーブ半値幅はそれぞれ 40 arcsec以下であり、PVT-AlN基板と同
程度であった。Fig. 1.に Siドーピング層（32 m厚）のホール効果測定を示す。室温での電子濃
度、移動度、抵抗率は、2.4×1014 cm-3、115 cm2V−1s−1、230 Ωcmであった。また、電子濃度の温
度依存性を電荷中性条件式でフィットして得られたドナー濃度、アクセプタ濃度及び Siの活性化
エネルギーは 2.6×1017 cm-3、1.5×1017 cm-3、245meV
であり、これらはMOCVD法により作製された同等
の Si濃度の n型 AlN薄膜とほぼ等しかった 3)。よっ

て、HVPE法で n型導電性を有する AlN基板を作製
可能なことが実証された。次に、150 m厚の自立 n
型 AlN基板の上下に電極を形成し、縦型ショットキ
ーバリアダイオードを作製した。サンプルの特性等詳

細は当日報告する。 
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Fig. 1. Temperature dependences of carrier concentration 
and mobility of a 32-µm-thick HVPE-AlN:Si layer.  
The solid line shows the fitting result obtained by 
assuming the charge neutrality equation. 
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